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(54) Polivodidovy emitor svétla

1l

Vyndlez se tyka polovadidové piistrojové techniky, jmenovkté polovodidového emitoru
svétla,

Vyndlez je moZno vyu¥it v polovodidovych injekdnich emitorech svdtla, ukazovacich
p¥istrojich, matricich, barevné televizi a v ovlddacich obvodech, pracujicich v trva=-

1ém nebo impulsnim provozu,

Je zndm polovodidovy rovinny emitor sv&tla, u néhoZ je na p-vodivy kiemikovy pod-
klad nanesena vysokofrekvendni poprafovaci metodou izoladni polykrystalickd vrstva

nitridu gellia (GaN) a na ni transparentni vrstva kyslidniku indie,

P¥i intenzité elektrického pole E=106 V/cm a napdjecim napé&ti U=10 aZ% 30 V probihd
ve vrstvd z nitridu gellia rekombinace injektovanych nosidi ndboje, vyvoldvajici bleds

modré zéd¥eni o kritické vlinové délce 0,48 .,

U tohoto zndmého emitoru svétla se projevuje jako nevyhode pot¥ebnd vysokd intenzi-
ta elektrického pole, bliZfici se prirazné intenzité pole, Sinici asi 107 V/cm, a pode
minénd rekombinadnim mechanismem opadnych ndbojd s rlznymi jmonovateli v nitridu gallie,

jejichZ zdroji jesou kfemikovi podklad a kovovy styk.

Kromé& toho vykazuje tento zndmy emitor svétla slabou svitivost, kterd je p¥i den-

nim svétle 1 pies pomérné vysoké napdjeci napéti (10 a% 30 V) neviditelnd, ¢im¥ je ome=~
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zena oblast pou¥itelnosti tohoto emitoru svétla. U tohoto zndmého emitoru svétla.je
z divodu absorbée energle zdYeni do k¥emikového podkladu nutno vytvo¥it komplikovany
transparentni styk. Tdm je komplikovén vyrobni postup p#istroji pracujicich na bédzi

tohoto zndmého emitoru avétla,

Zémérem vyndlezu je vyvinuti takového polovodidového emitoru svétla, ktery by emi~
toval fialov¥ zabarvend svétlo a ktery by mél Sirokou. moZnost uplatnéni,

Ukolem vyndlezu je tudi# vytvoiFeni polovodiéofého emitoru svitle emitujicihé fia-
1ové zabarvené svétlo, viditelné i v jasné osvétleném prostoru a vznikajici p#i na=-

pédjecim napdti niZ¥im ne 8 V, a to zménou charskteru injekéniho néboje v emitoru svétle,

Tento kol byl vyPeSen tim, Ze u polovodidové soustavy citlivé na svétlo, v niZ Je
na podklad nanesena vratve z n-vodivého nitridu gallia, podle vyndlezu je v podstaté
‘ podklad proveden ze safiru, pFifemZ je na epitexidln& narostlou polovodivou vretvu z
monokrystalického nitridu gallia nanesena polovodivéd vrstvy z p=vodivého nitridu hliniku,

vytvé¥ejic £ 8 polovodivou vretvou z nitridu gallia heterogenni injekdni p¥echod,

Je d¥elné, kdy¥ se vrestva polovidde z polovodivého nitridu gellia anebo polovodivd

vretva z nitridu hliniku provedou jako poloizoladni,

Nevrfeny polovodilovy emitor sv8tle se vyznaduje jasnym zd¥enim v rozmezi vlnovych

délek 0,43 a% 0,48 mm, jednoduchou konstrukei a vyrobou.

V dal&im textu je vyndlez bliZe objasnén popisem p¥ikladu provedeni a & odvoldnim

ne, p¥iloZené vyobrazeni, zndzornujici polovodidovy emitor svétle podle vynélezu.

Polovodidovy emitor svétla podle vyndlezu obsahuje safirovy podklad l, ne ktery jJe
nanesena polovodivd epitaxidlni vrstve 2 z monokrystalického n=vodivého nitridu gallia
(GaN)., Na vrstvu 2 je nanesena deldi polovodivd vrstva 3 z p-vodivého nitridu hliniku
(AIN), vytvdYejic{ s vratvou 2 heterogenni injek&ni pFechod 4. Ne vratvé 3 je umisténa

kovové hlinikové elektrode 5 & na vretvd 2 je umisténa druhd indiové elektrods 6.

Vretve 2 z nitridu gellia je na safirovém podkladé 1 vytvorena epitexidlnim né-
ristem 2 plynné féze monokrystalického nitridu gallie; vrstve 3 z nitridu kliniku je
ne. vretvd 2 z nitridu gallia vytvoYena plasmovym postupem,

v [

Vrstvu 2 nebo 2 Jje moZno vytvo¥it jako poloizoladni, &im¥ je umoZndné rozsiveni

virobné technickych moZnosti vyroby takového emitoru svétla,

P¥i piivodu propustného posuvného proudu k elektroddm 5 a 6 probihd injekce nosidd
nédboje do nitridu gallia, vyvoiané p¥itomnosti heterogenniho injekd&niho piechodu 4
mezi vrstvou 2 z nitridu gallia a vretvou 3 z nitridu hlinfku a rekombinaci nosi&i’
néboje v uvedené vrstvé 2, ZéYeni je vyvdddno pies safirovy podkled 1, jakoZ i z vrstvy
3 z nitridu hliniku, slouZici jako optické okno,

NavrZeny polovodidovy emitor svétla se vyznaBuje efektivni injekei nosidél ndboje
p¥i nizké intenzit& elektrického pole v hodnot& ne vyss8i neZ 1,5 . 104 V/cm, vysokou

~ rovnom&rnosti zd¥eni ne celé emisni plofe pii posuvnych napdtich 2,5 aZ 8 V,

Pro dokonalé objasndni vyndlezu jsou uvedeny ava p¥iklady provedeni polovodidového
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emitoru svétla podle vyndlezu,
P¥iklad 1
Polovodidovy emitor sv&tla se sklddd z tdchto konstrukinich prvki:

a) safirového podkledu ( JC-A1203) s orientaci (0001), opracovaného mechanicky aZ ne
t¥idu presnosti 14, nalef je tepelnd zpracovdn v proudu vodiku pri teploté 1500 a%
1700 °c;

b) epitexidlni polovodidové vretvy z monokrystalickéhé’n-vodivého nitridu gallia s kon-
centraci nosi&i ndboje asi 4.10%9 cm-3, s orientaci (0001), p¥i tlouZfce této vrmtvy
18 7~m;

¢) polovodivé vrstvy z p-vodivého nitridu nlinfku o tloustce p,iawm:

d) prvni elektrody o priméru 0,3 mm, vytvo¥ené nape¥enim hliniku ne vrstvu tvoPenou

nitridem hlinfky,

e) druhé elekitrody vytvo¥eni natavenim indis ns vrstvu tvodenou nitridem gallia,

P¥i zaevedeni na elektrody nap&ti 5 a% 8 V, pdlovaného ve smdru prostupu, se na
strané safirového podkladﬁ zjisti zdYeni, Energie zéd¥eni &ini v maximu spektrdlniho pé-

" sma asi 2,82 eV (T=300° K),
P¥fklad 2

Polovodicovy emitor svétla se sklddd z téchto konstrukénich prvkh:

a) safirového podkladu (&ﬁ-A1203), s orientaci (0001)3

b) epitaxidlni vrstvy z n-vodivého nitridu gellia o tlousfce 8 40y 8 kongentraci nosidu
néboje asi 4,10%° em™, s orientact (0001)3

¢) polovodivé vrstvy z p-vodivého nitridu hliniku o tloudfce 0,03 pm;

d) prvni elektrody o priméru 0,3 um, vytvorené napar¥enim hliniku ne vrstvu tvo¥enou ni-
tridem hliniku;

e) druhé elektrody, vytvorenéd natavenim indias na vrstvu tvoPenou nitridem gallia.

Zavede-li se na elektrody prostupné nap&ti 2,5 a% 5 V, zjisti se na strand safi-
rového podkledu zd¥eni., Energie zd¥eni 3in{ v maximu spektrdlniho pésme asi 2,76 eV

(T=300°K),

PEEDMNET vYNLLEZU

1. Polovodilovy emitor svétla, u ndhoZ je na podklad nenesena vrstve z n=-vodivého ni-
tridu gallia, vyznadeny tim, %e podklad (1) je vytvoYen ze safiru, piidemy je na
epitaxidlné narostlou polovodivou vrstvu (2) z monokrystelického nitridu gallia na=-
nesena dalsi polovodivéd vrstva (3) z p-vodivého nitridu hlinfku, vytvé¥ejfci s uve-
denou prvai vretvou (2) heterogenni injek&ni pYechod (4),

2. Polovodilovy emitor svétla podle bodu 1, vyznadeny tim, Ze polovodivd vrstva (2)

z nitridu gellia je boloizoiaéni.

3. Polovodilovy emitor svétla podle bodu 1 nebo 2, vyznadeny tim, Ze polovodivd vrstva
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(3) 2z nitridu hlinfku je poloizola&nf,

1 vfkres



197 826

4

§




	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS

